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У сучасному світі плазмові технології знаходять широке застосування в багатьох областях науки, техніки і технології. Однією з ключових галузей використання плазмових технологій є мікро- наноелектроніка. Один елемент електронного пристрою (процесор комп’ютера, чіп пам’яті) вимагає близько 100 операцій плазмової обробки.
Основним моментом, що забезпечує протягом останніх років розвиток мікроелектроніки, була можливість безперервного зменшення розміру елементів інтегральних схем. Саме перехід від хімічного травлення до плазмового дозволив на три порядки зменшити розмір елементів. Також цей прогрес забезпечувався деякими удосконаленнями процесу фотолітографії, найважливішою перевагою якого є можливість одночасного і паралельного перенесення зображення, що складається з багатьох мільйонів елементарних фрагментів. Аналіз тенденцій подальшого зменшення розміру елементів показує  вихід в найближчі роки в нанометровий діапазон з розмірами елементів ~ 10 ... 60 нм. Однак можливості оптичних систем обмежені дифракційною межею і подальше зменшення довжини хвилі світла наштовхується на проблеми, пов’язані з поглибленням в екстремально ультрафіолетовий (ЕУФ) діапазон з довжиною хвилі 10  50 нм. Зокрема, існує проблема з відсутністю в природі оптично прозорих матеріалів, придатних для побудови оптичних систем і підкладок для фотошаблонів. Наступна проблема – це створення ефективних джерел випромінювання в цій області довжин хвиль.
В якості вирішення першої проблеми була створена оптична система на основі багатошарових брегговських дзеркал, що володіють досить високим коефіцієнтом відображення в ЕУФ діапазоні електромагнітного випромінювання. На багатошарових брегговських дзеркалах Mo-Si, в даний час, досягнутий коефіцієнт відбиття R = 70 % при довжині волни13.5 нм (теоретичне Rmax ≈ 74−78 %). [1]
На сьогоднішній день найбільш ефективним джерелом ЕУФ випромінювання є синхротронне випромінювання, що генерується в прискорювачах заряджених частинок з накопичувальними кільцями. Однак громіздкість і дорожнечу синхронних накопичувальних кілець можна розглядати як великий недолік і перешкода до широкого промислового застосування.
Альтернативою синхронним накопичувальним кільцям служать плазмові джерела ЕУФ випромінювання. Компанія Philips EUV та XTREME група розробили плазмовий джерело SoCoMo, на основі Sn та Хе, для створення випромінювання в діапазоні екстремального ультрафіолету з довжиною хвилі 13,5 нм. [2] В джерелі на основі Sn випромінювання генерується в плазмовому пінчі з багатократно іонізованими атомами олова. Недоліком джерела SoCoMo є низький коефіцієнт конверсії енергії, що підводиться, в енергію випромінювання, який досягає ~ 2%.
В роботі [3] була показано можливість генерації ЕУФ випромінювання в сильнострумовому плазмовому діоді з обмеженою робочою поверхнею високовольтного електрода. Особливістю такої системи є утворення подвійного еклектичного шару об’ємного заряду в плазмі багатократно іонізованих атомів олова. Подвійний шар відповідає за генерацію потужного електронного пучка, який розігріває плазму. Було показано, що така система дозволяє генерувати потужне направлене випромінювання з довжиною хвилі 13,5 нм у вигляді пікових імпульсів тривалістю 100-200 нс. При цьому коефіцієнт конверсії енергії такої системи досягає ~ 7-9%.
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